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2SA1418JP/D

Bipolar Transistor

(−)160 V, (−)0.7 A, Low VCE(sat),
(PNP) NPN Single PCP

2SA1418, 2SC3648

��

�FBET, MBIT プロセス��

�スイッチングタイムが�い
����でハイブリット IC�として��� ,�� が!"で
ある

��%&で�'!(が)きい

 Pb−Free

��

�カラーテレビ�123、コンバータ、インバータ

( ) 7は 2SA1418 の:;を=す。

������ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25C)

�� �	 
� �
� Unit

コレクタ・ベース�� VCBO (−)180 V

コレクタ・エミッタ�� VCEO (−)160 V

エミッタ・ベース�� VEBO (−)6 V

コレクタ�� IC (−)0.7 A

コレクタ�� (パルス) ICP (−)1.5 A

コレクタ�� PC 500 mW

セラミック��
(250 mm2 x 0.8 mm)
	
�

1.3 W

�
��� Tj 150 C

������ Tstg −55~+150 C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the
device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be
assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(���) 
����を�えるストレスは、デバイスにダメージを�える���がありま
す。これらの���を�えた 
は、デバイスの!"�を�ない、ダメージ
が#じたり、$%�に&'を(ぼす���があります。

����� ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25C)

�� �	 
� Min Typ Max Unit

コレクタしゃ)�� ICBO VCB = (−)120 V, IE = 0 A − − (−)0.1 �A

エミッタしゃ)�� IEBO VEB = (−)4 V, IC = 0 A − − (−)0.1 �A

*���+,- hFE1 VCE = (−)5 V, IC = (−)100 mA 100※ − 400※

hFE2 VCE = (−)5 V, IC = (−)10 mA 90 − −

./01,2 fT VCE = (−)10 V, IC = (−)50 mA − 120 − MHz

SOT−89 / PCP−1
CASE 419AU

1
2

3

マーキング

������

†For information on tape and reel specifications,
including part orientation and tape sizes, please
refer to our Tape and Reel Packaging Specifications
Brochure, BRD8011/D.

Device パッケージ� Shipping†

ORDERING INFORMATION

2SA1418S−TD−E PCP
(Pb−Free)

1000 / Tape & Reel

2SC3648S−TD−E

2SC3648T−TD−E
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����� ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25C)

�� UnitMaxTypMin
��	

3456 Cob VCB = (−)10 V, f = 1 MHz − (11)8 − pF

コレクタ・エミッタ78�� VCE(sat) IC = (−)250 mA, IB = (−)25 mA − (−0.2) 0.12 (−0.5) 0.4 V

ベース・エミッタ78�� VBE(sat) IC = (−)250 mA, IB = (−)25 mA − (−)0.85 (−)1.2 V

コレクタ・ベース93�� V(BR)CBO IC = (−)10 �A, IE = 0 A (−)180 − − V

コレクタ・エミッタ93�� V(BR)CEO IC = (−)1 mA, RBE =  (−)160 − − V

エミッタ・ベース93�� V(BR)EBO IE = (−)10 �A, IC = 0 A (−)6 − − V

ターンオン�: ton ;�<=において − (60) 50 − ns

>2�: tstg − (900) 1000 − ns

89�: tf − (60) 60 − ns

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(���) 
?@パラメータは、ABなCDがEいFり、CGされたテストH;にIする�JKA�でLしています。MなるH;8で?@N=をOっ
た�には、�JKA�でLしているA�を/られない 
があります。
※ The 2SA1418 / 2SC3648 は 100 mA hFE によりPのようにQRしている。

ランク R S T

hFE 100~200 140~280 200~400

スイッチングタイム'�()�

� 1. スイッチングタイム'�()�

INPUT

100 V

100 �F

−5 V

+ +

VR

PW = 20 �s
D.C.  1%

333 �

RB

IB1

IB2

470 �F

50 �

IC = 20IB1 = −20IB2 = 300 mA
(PNPの 
S�T)
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2SC36482SA1418

� 2. IC − VCE � 3. IC − VCE

VCE, コレクタ・エミッタ�� (V)
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� 4. IC − VCE � 5. IC − VCE

� 6. IC − VBE � 7. VCE(sat) − IC
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2SA1418 / 2SC3648
VCE = 5 V

2SC3648 2SA1418
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2SA1418 / 2SC3648
IC / IB = 10

IC, コレクタ�� (mA)

2SC36482SA1418

PNPの 
UVWX PNPの 
UVWX
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� 8. hFE − IC
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2SA1418 / 2SC3648
f = 1 MHz

PNPの 
UVWX
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TA = 25C
1パルス

DC operation

ICP = 1.5 A

IC = 0.7 A

100 ms
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セラミック��(250 mm2 x 0.8 mm)	
�
PNPの 
UVWX
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